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I Feldeffekt-Transistoren

Sazum Dual-monolithische
Epitaxial N-Kanal- Feldeffekt-Transistoren

SMF 3954 A
Sehr kleiner Temperaturdrift Vetal SMF 3954
Niedrige Offsetspannun SMF 3955A
Hc;he \fersm“cirkun::;D ° TO-11 SMF 3955
SMF 3956
SMF 3957
SMF 3958

Kleine Reststrome

Grenzwerte bei 250C, wenn nicht anders angegeben.

\Symb._ SME a7 | ot 3955A | SMF 3956 | SMF3957 | SMF3958 |
Drain-Source-Spannung | Ubso 50 V
Drain-Gate-Spannung Upeo 50V
Gate-Source-Spannung |Uaso 50V
Gate-Strom le 50 mA
Gate-Gate-Spannung Ugie +100 V

Ver|ustleistung bei
250C Umgebungs’rJ 500 mW

Lin. Leistungsabnahme 2,86 mW/°C
— Sperrschich-Temperatur | 200 °C
Lagertemperatur -65 bis +200 °C

Lttemperatur fur 10 sec. +300 °C

Metallgehduse TO-71
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Kennwerte fiir SMF 3954 A bis SMF 3958, bei 259C, wenn nicht anders angegeben

Symbol | min. |typisch | max. |Einh. Bedingungen
Gate-Source-Durchbruchspg. | Upricss |  -50 \ Ups=0V; I =1,0pA
Gate-Reststrom 1) less -25 -100 |pA | Ups=0V; Ues=-30V
Gate-Reststrom bei 150°C 1) | less -500 [nA | Ups=0V; Uss==30V
Gate-Strom le 15 50 |pA | Ups=20V; Io =200 pA
Gate-Strom bei 125°C I 250 |[nA | Ups=20V; Ip =200pA
Pinch-off-Spannung Ucsioft) -1,0 -45|V Ups=20V; Ip =InA
Gate-Source-Spannung Uss =42V Ups=20V; Ip =50pA
Gate-Source-Spannung Uss -05 -40|V Ups=20V; Ip =200pA
Gate-Source-Fluf3spannung Uss#) 20|V Ups =0V; I =TmA
Drain-Source-Sattstrom Ipss 05 50| mA | Ups =20V; Uss =0V
Vorwdrtssteilheit Y21s 1000 3000 |pS | Ups=20V;Uss =0V;f=1kHz
Vorwdrtssteilheit (HF) Re(vzss) | 1000 pS | Uns=20V;Uss=0V;f=200MHz
Ausgangsleitwert Y1us 35 |pS | Ups=20V;Uss=0V;f=TkHz
Drain-Source-Kapazitéat Cdgo 1,2 1,5|pF | Upe=10V;Is =0; f=TMHz
Eingangskapazitat Cns 3,2 4,0 | pF | Ups=20V;Ues=0V;f=1MHz
Ruckwirkungskapazitdt Crzs 1,0 1,2 | pF | Ups=20V;Ues=0Vif=1MHz
Rauschzahl NF 05|dB | Ups=20V;Uss=0V;f=00Hz
Re =10MOhm; NBN=6Hz

1) Durch den neuen technologischen Aufbau des Dual-FET"s tritt kein zus&tzlicher
Bulk-Reststrom auf !

Paareigenschaften bei 25°C, wenn nicht anders angegeben.

Drain-Satt- | Gate-Source |Gate-Source |Gate-Source |Gate-Diff| Vorwdirts—-
strom-Verh. | Differenzspg. Differenzspg. Differenzspg. |Reststrom | steilheit
Drift m. Temp.Drift m. Temp./bei 125°C| Verhaltnis
min. max. max. max. max. max. min. max.
Symbol lossi/lpss2 | Uasst =Ussz AUgst A Ugst lor~lo2 | Yars1/Yas2
SMF 3954A 10,95 10 5 04 0,5 10 0,97 1,0
SMF 3954 0,95 1,0 -5 0,8 1,0 10 0,97 1,0
SMF 3955A 10,95 1,0 5 1,2 1,5 10 0,97 1,0
SMF 3955 (0,95 1,0 10 2,0 25 10 0,95 1,0
SMF 3956 (0,95 1,0 15 4,0 50 10 0,95 1,0
SMF 3957 (0,90 1,0 20 6,0 7,5 10 0,90 1,0
SMF 3958 (0,85 1,0 25 8,0 10,0 10 0,85 1,0
Einheit 1 mV mV mY nA 1
Bedingungen| Ubps=20V | Ups=20V Ups=20V  |Ubs =20V Ups =20V
Uss = OV o =200pA Ip =200pA !Ip =200pA  |Ip =200pA
Ta=+25 bis [Ta=+25 bis  |Ta=125°C
-55°C +125°C
Preise: 1 - 24 Stisck ab 25 Stiick ab 100 Stisck
SMF 3954 A 54,20 DM 46.50 DM 41.-- DM
SMF 8954 44,90 DM 38.-~- DM 33.80 DM
SMF 3955 A 40.50 DM 34.50 DM 30.50 DM
SMF 3955 28.50 DM 24.-- DM 20.80 DM
SMF 395¢ 20.60 DM 17.60 DM 15.40 DM
SMF 3957 14.20 DM 12.20 DM 10.40 DM
SMF 3958 11.90 DM 10.20 DM 8.80 DM
Ab Lager lieferbar!
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